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(57) Abstract: An optical examination device (200) is suitable and designed to detect properties of a semiconductor component (2).
It comprises a first illumination arrangement (4, 6), a second illumination arrangement (8, 10) and an imaging device (12, 14), the
first illumination arrangement emitting infrared light onto a first surface of the semiconductor component, which faces away from
the imaging device (camera). The infrared light fully penetrates the semiconductor component at least proportionally. The second
illumination arrangement emits visible light onto a second surface of the semiconductor component, which faces the imaging device. The
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

imaging device is designed and arranged to detect the light spectrum emitted from both the first and second illumination arrangement,
and as a result of a subsequent image evaluation on the basis of both the visible and the infrared light spectrum, to provide a separate
image reduction for determining property detfects or damage of the semiconductor component.

(57) Zusammenfassung: Eine optische Untersuchungseinrichtung (200) ist geeignet und bestimmt zur Erfassung von Eigenschaften
eines Halbleiterbauteils (2). Sie umfasst eine erste Beleuchtungsanordnung (4, 6), eine zweite Beleuchtungsanordnung (8, 10)und ei-
ne bildgebende Vorrichtung (12, 14), wobei die erste Beleuchtungsanordnung infrarotes Licht auf eine der bildgebenden Vorrichtung
(Kamera) abgewandte erste Oberflache des Halbleiterbauteils emittiert. Das infrarote Licht durchdringt zumindest anteilig das Halblei-
terbauteil vollstdndig. Die zweite Beleuchtungsanordnung emittiert sichtbares Licht auf eine der bildgebenden Vorrichtung zugewandte
zweite Oberfliache des Halbleiterbauteils. Die bildgebende Vorrichtung ist dazu ausgebildet und angeordnet, sowohl das von der ersten
und zweiten Beleuchtungsanordnung emittierte Lichtspektrum zu erfassen, und einer nachgeordneten Bildauswertung auf Grundlage
sowohl des sichtbaren als auch des infraroten Lichtspektrums einen separaten Bildeinzug zur Ermittlung von Figenschaftstehlern oder
Beschadigungen des Halbleiterbauteils bereitzustellen.



